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(57) Abstract: The invention relates 
to a plasma etching system (5) 
particularly for anisotropically etching 
a substrate (13) by the action of a 
plasma (21). Said system comprises 
a first, especially inductively coupled 
plasma production device (31) which 
is provided with a first means (11) 
for generating a first high frequency 
electromagnetic alternating field; an 
etching chamber for producing a first 
plasma (21) from charged particles as 
a result of the action of said first high 
frequency electromagnetic alternating 
field on a first reactive gas with the 
substrate to be etched; and a first gas 
supply. A second upstream plasma 
production device (32) is connected 
to said first plasma production device 
(31). Said second plasma production 
device comprises a second means 
(20), especially a microwave generator 
(20), for generating a second high 
frequency electromagnetic alternating 
field; a plasma production area (33) 
tor producing a second plasma (18) 
from charged particles as a result of the 
action of said second high frequency 
el ecu-o magnetic alternating field on a 
second reactive gas; and a second gas 

supply (16). The second plasma (18) thus produced can be fed to the first plasma production device (31) at least partially in the 
form of a reactive gas via the first gas supply (32). 

[Fortsetzung auf der nachsten Seite] 
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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Plasmaatzanlage (5) zum insbesondere anisotropen Atzen eines Substrates (13) durch Ein- 
wirken eines Plasmas (21) vorgeschlagen. Dazu ist eine erste, insbesondere induktiv gekoppelte Plasmaerzeugungsvorrichtung (31) 
vorgesehen, die ein erstes Mitlel (11) zum Generieren eines ersten hochtVequenten elektromagnetischen Wechsell'eldes, eine Atzkam- 
mer (10) zur Erzeugung eines ersten Plasmas (21) aus reaktiven Teilchen durch Einwirken des ersten hochtVequenten elektromagneti- 
schen Wechselfeldes auf ein erstes Reaktivgas mil dem zu atzenden Substrat (13) und eine erste Gaszufiihrung (22) auFweist. Dieser 
ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung (31) ist eine zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung (32) vorgeschaltet, die ein zweites Mittel 
(20), insbesondere einen Mikrowellengenerator (20), zum Generieren eines zweiten hochfrequenten elektromagnetischen Wechsel- 
feldes, einen Plasmaerzeugungsbereich (33) zum Erzeugen eines zweiten Plasmas (18) aus reaktiven Teilchen durch Einwirken des 
zweiten hochfrequenten elektromagnetischen Wechselfeldes auf ein zweites Reaktivgas und eine zweite Plasma (18) der ersten Plas- 
maerzeugungsvorrichtung (31) iiber die erste Gaszufiihrung (2) zumindest teilweise als erstes Reaktivgas zufuhrban 
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Plasmaatzanlage 



Die Erfindung betrifft eine Plasmaatzanlage zum insbesondere 
anisotropen Atzen eines Substrates durch Einwirken eines 
Plasmas nach der Gattung des Hauptanspruches . 

Stand der Technik 



Aus dem Patent DE 42 41 045 CI ist ein Siliciumhochratenatz- 
prozess bekannt^- bei dem zum Erreichen moglichst hoher Atz- 

20 raten die Erzeugung moglichst hoher Fluorradikalenkonzentra- 

tionen erforderlich ist. Dies geschieht durch Einstrahlung 
entsprechend hoher Hochf requenzleistungen in die dort einge- 
setzte induktive Plasmaquelle mit Leistungswerten von typi- 
scherweise 3 bis 6 kWatt. Durch eine derart hohe Leistung 

25 werden jedoch neben der gewunschten Steigerung der Fluorra- 

dikalendichten auch unerwiinscht hohe Dichten an lonen er- 
zeugt^ die den Atzprozess storen und fiir eine moglichst hohe 
Maskenselektivitat schadlich sein kannen. Dariiber hinaus 
fuhren derart hohe Dichten an lonen auch teilweise zu uner- 

30 wunscht hohen Aufheizungen des zu ^tzenden Substrates und 

geben dort Anlass zu Prof ilabweichungen. Insofern muss in 
dieser bekannten Plasmaatzanlage durch geeignete Vorrichtun- 
gen nachtraglich^ d. h. nach der eigentlichen Plasmaerzeu- 
gung, daftir gesorgt werden, dass die lonendichte auf zulSs- 
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sig niedrige Werte reduziert und vor allem homogenisiert 
wird, was durch eine Re koinbi nation von lonen und Elektronen 
liber sogenannte Dif f usionsstrecken oder an Aperturkonstruk- 
tionen erreicht werden kann. Eine derartige Aperturkonstruk- 
5 tion ist beispielsweise aus dem Patent DE 197 34 278 Cl be- 

kannt. Durch den Einsatz derartiger Aperturkonstruktionen 
geht der Anteii der Hochf requenzleistung, der zur Erzeugung 
unerwunscht hoher lonendichten eingesetzt wurde, in Form von 
Warme bzw. StrahLung ve.rloren. 

10 

Neben der Problematik unerwunscht hoher lonendichten bei be- 
kannten Plasmaatzanlagen sind auch die dort erf orderlichen 
hohen Hochf requenzleistungen von 3 bis 6 kWatt problematisch 
und kostspielig, Insbesondere fuhren derartig hohe Hochf re- 

15 quenzleistungen zu Stabilitatsproblemen innerhalb der Plas- 

maatzanlage, die meist aus einer mangelhaften Anpassung der 
Impedanz der Plasmaquelle an die Impedanz des erzeugten 
Plasmas herriihren. So treten bei einer Fehlanpassung der er- 
zeugten Hochfrequenzleistung an das Plasma sehr leicht SchS- 

20 den an den eingesetzten Hochf requenzkomponenten bzw. -gene- 

ratoren auf, da dort in diesem Fall hohe elektrische Span-- 
nungen bzw. Strome entstehen und eine zerst5rerische Wirkung 
entfalten konnen. 

25 Vorteile der Erfindung 

Die erf indungsgemalie Plasmaatzanlage hat gegenuber deiu Stand 
der Technik den Vorteil, dass damit die sugefiihrten Reaktiv- 
gase in hohem Mafie aufgebrochen und somit die ftir die Durch- 
30 fuhrung des Prozesses geinali DE 42 41 045 Cl oder des Prozes- 

ses geinafi DE 197 34 278 Cl benotigten Atz- und Passivierspe- 
zies sehr effektiv freigesetzt werden. Insbesondere kann 
durch die erfindungsgemSfie PlasmaStzanlage aus dem bevorzugt 
wahrend der Atzschritte eingesetzten Atzgas Schwefelhexaflu- 
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orid eine grofie Menge an Fluorradikalen freigesetzt, und 
wahrend der Passivierschritte aus einem Passiviergas wie 
C4F8 auch eine grolie Menge an tef lonartigen Seitenwandpoly- 
merbildnern (CF2)n generiert werden. 

Dabei ist weiter vorteilhaft^ dass in der zweiten Plasmaer- 
zeugungsvorrichtung lediglich relativ niedrige Hochf requenz- 
leistungen von beispielsweise 600 bis 1200 Watt erforderlich 
sind, die anlagentechnisch und prozesstechnisch keine Pro- 
bleme bereiten. 

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus 
den in den Unteranspriichen genannten Mafinahmen. 

So ist es besonders vorteilhaft, wenn die erste Plasmaerzeu- 
gungsvorrichtung eine induktiv gekoppelte Plasmaerzeugungs- 
vorrichtung ist, bei der aulierhalb der Atzkammer eine ICP- 
Quelle bzw. ICP-Spule ( „Inductively Coupled Plasma"') ange- 
ordnet ist. Diese induktiv gekoppelte Plasitiaer zeugungsvor- 
richtung ist besonders vorteilhaft weiter mit einer vorge- 
schalteten Plasmaerzeugungsvorrichtung in Form einer Mikro- 
wellenplasmaerzeugungsvorrichtung verbunden. Auf diese Weise 
wird erreicht, dass diese Vorrichtungen im Sinne einer soge- 
nannten ,,Downstream""-Anordnung verbunden sind, wobei die zu- 
gefuhrten Reaktivgase unmittelbar vor der induktiv gekoppel- 
ten Plasmaerzeugungsvorrichtung durch ein dielektrisches 
Rohr wie beispielsweise ein Quarzrohr oder ein Keramikrohr 
fliefien, in dem durch intensive Mikrowelleneinstrahlung ein 
hochdichtes Plasma in einem relativ kleinem Volumen unter- 
halten wird. Durch dieses Mikrowellenplasma werden die zuge- 
fiihrten Reaktivgase somit schon in hohem Mafie auf gebrochen^ 
und die fur die Atzschritte bzw. die Passivierschritte beno- 
tigten Atzspezies bzw. Passivierspezies werden freigesetzt. 
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Dabei ist waiter vorteilhaft, dass die in dem Mi kr owe 11 en- 
plasma unvermeidbar ebenfalls mit relativ hoher Dichte er- 
zeugten lonen vor der Zufuhrung dieses Plasmas als Reaktiv- 
gas in das Plasma der induktiv gekoppelten Plasmaerzeugungs- 
5 vorrichtung zunachst unschadlich gemacht werden k5nnen, in- 

dem die Mikrowellenplasmaerzeugungsvorrichtung entweder ei- 
nen ausreichenden Abstand von der eigentlichen Atzkammer mit 
der induktiv gekoppelten Plasmaerzeugungsvorrichtung be- 
sitzt, so dass durch Volumenrekombinationen bzw, Wandrekom- 

10 binationen die unerwtinscht hohe lonendichte in diesem Mikro- 

wellenplasma wieder abgebaut wird^ Oder, bevorzugt, indem 
man im Bereich des Eintrittes der Gaszuftihrung in die erste 
Plasmaerzeugungsvorrichtung, d- h. beim Ubertritt des Mikro- 
wellenplasmas in die Atzkammer mit der induktiv gekoppelten 

15 Plasmaerzeugungsvorrichtung, eine Entladevorrichtung plat- 

ziert . 

Diese Entladevorrichtung ist vorteilhaft ein metallisches 
Oder keramisches Netz, eine Lochplatte bzw. ein Lochblech 

20 Oder ein sogenannter ^Showerhead''^ d. h. ein „Duschkopf^\ an 

dem von dem Mikrowellenplasma herriihrende lonen beim Durch- 
tritt vollstandig entladen bzw. mit Elektronen rekombiniert 
werden. Dabei nutzt man weiter aus, dass eine derartige Ent- 
ladevorrichtung fur neutrale Fluorradikale bzw. polymerbil- 

25 dende Monomere vollig neutral agiert. Im tibrigen kann durch 

eine zusatzliche Heizeinrichtung bzw. eine Beheizung der 
Entladevorrichtung sichergestellt werden, dass keine uner- 
wtinschte Deposition von Reaktivgasen Oder Reaktionsprodukten 
aus den Reaktivgasen auf dieser Entladevorrichtung erfolgt. 

30 Eine derartige Beheizung kann schlielblich auch passiv erfol- 

gen, da durch den Warmeeintrag aus dem dartiber befindlichen 
Mikrowellenplasma bereits eine vielfach ausreichende Behei- 
zung gegeben ist. 
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orradikale und die die Seitenwandpassivierung aufbauenden 
Monomere fur einen Prozess gemaft DE 42 41 048 CI relativ 
langlebig sind und daher grofte Reichweiten besitzen, sind 
die Verluste an solchen Spezies bis zum Ort der eigentlichen 
5 Atzreaktion, d. h. am Substrat, vernachl^ssigbar gering. 

Das gemafi DE 42 41 045 CI durchgefUhrte Verfahren wird ubli- 
cherweise in induktiv gekoppelten Plasmaatzanlagen mit einem 
Sauerstof fanteil von 5 % bis 10 % des Flusses an Schwefel- 

10 hexafluorid als Atzgas in den Atzschritten betrieben, urn da- 

durch schSdliche Schwef elans scheidungen im Abgasbereich der 
Anlage zu unterdrUcken. Der Sauerstof fanteil, der im Ubrigen 
ausschlielilich WcLhrend der Atzschritte zugesetzt warden 
darf , hat bislang keinen weiteren Effekt auf das Atzergeb- 

15 nis^ da das Reaktivgas Schwef elhexafluorid unter ICP- 

Anregungsbedingungen unter Freisetzung von Fluorradikalen 
nur bis zum stabilen Schwef eltetrafluorid (SF4) reduziert 
wird, und bei den relativ geringen Anregungsdichten in in- 
duktiv gekoppelten Plasmaerzeugungsvorrichtungen nur ein ge- 

20 ringer Teil zu niedrigeren, mit Sauerstoff reaktionsf ahigen 

Schwef el-Fluor-Verbindungen heruntergebrochen wird. Insofern 
ist bei bisher bekannten Plasmaatzanlagen die Erhohung der 
Fluorradikalenkonzentration im Plasma durch Absattigung sol- 
Cher niedrigerer Schwef el-Fluor-Verbindungen mit Sauerstoff 

25 unter weiterer Fluorf reisetzung vernachlassigbar , so dass 

der Sauerstof fzusatz bislang keinen atzratensteigernden Ef- 
fekt austibt. Dagegen wird nunmehr vorteilhaft durch den Ein- 
satz einer Mikrowellenplasmaerzeugungsvorrichtung, bei der 
extrem hohe Leistungsdichten in einem sehr kleinen Volumen 

30 erzeugt werden, durch den Sauerstof fzusatz erreicht, dass 

auch solche Reaktionen von Schwef el-Fluor-Verbindungen mit 
Sauerstof fradikalen in nennenswertem Ausmaft auftreten und 
dadurch zusatzlich Fluorradikale bereitstellen. Insofern ist 
im Fall der erf indungsgemaiien Plasmaatzanlage der Zusatz von 
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Sauerstoff nicht mehr neutral hinsichtlich der erzeugten 
Fluorradikalendichte in der Atzkammer, sondern er bewirkt 
eine signifikante Erhohung der verfugbaren Fluorradikalen- 
mengen und erlaubt damit h5here Atzraten fur Silicium. 

Die sich an die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung anschlie- 
fiende erste Plasmaerzeugungsvorrichtung mit der eigentlichen 
Atzkammer mit induktiver Plasmaanregung hat somit in.erster 
Linie die Aufgabe, eine kontrollierte lonisation des zuge- 
fiihrten Reaktivgases aus im Wesentlichen neutralen Radikalen 
und noch unverbrauchten Reaktivgasen zu bewirken. Dazu genii- 
gen nun vorteilhaft relativ niedrige Hochf requenzleistungen 
von beispielsweise 600 bis 1200 Watt. Neben der Erzeugung 
der ftir einen anisotropen Atzprozess benotigten Konzentra- 
tionen an lonen in der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung 
dient diese nunmehr in zweiter Linie waiter der zusatzlichen 
Erzeugung von Atzspezies bzw. in geringem Umfang von Passi- 
vierspezies. Dabei hat eine induktive Plasmaanregung gegen- 
uber einer Mikrowellenanregung in der eigentlichen Atzkammer 
den Vorteil, dass mittels in der Atzkammer installierter ge- 
eigneter Vorrichtungen, insbesondere Aperturblenden, beson- 
ders uniforme Atzergebnisse uber der gesamten Oberflache des 
zu atzenden Substrates erreicht werden. 

Zeichnungen 

Die Erfindung wird anhand der Zeichnung und in der nachfol- 
genden Beschreibung naher erlautert. Die Figur zeigt eine 
Prinzipskizze einer Plasmaatzanlage im Schnitt. 

Ausfahrungsbeispiele 

Die Erfindung geht zunachst aus von einem anisotropen Atz- 
verfahren zur Atzung von Silicium mit Hilfe eines Plasmas 
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wie es beispielsweise aus DE 42 41 045 CI bekannt ist. Dabei 
warden abwechselnd Passivierschritte und Atzschritte einge- 
setzt, wobei w^hrend der Atzschritte als Reaktivgas ein Ge- 
misch von Schwefelhexaf luorid und Argon eingesetzt wird, dem 
5 zusatzlich Sauerstoff beigemischt sein kann. Wahrend der 

Passivierschritte wird ein gasformiger Fluorkohlenstof f bzw. 
Fluorkohlenwasserstof f , beispielsweise C4F3 oder CHF3^ gege- 
benenfalls gemischt mit Argon, eingesetzt- Hinsichtlich wei- 
terer Details zu diesem an sich bekannten Prozess sei auf DE 
10 42 41 045 CI verwiesen. Ausftihrliche Angaben zur konkreten 

Prozessfahrung, insbesondere hinsichtlich der einsetzbaren 
Gase und Gasfliisse, sind weiter auch der DE 198 26 382 Al zu 
entnehmen . 

15 Weiterhin geht die erf indungsgemaJ^e Plasma^tzanlage zunachst 

von einer ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung 31 aus, wie sie 
aus dem Patent DE 197 34 278 CI bekannt ist. Diese Plasmaer- 
zeugungsvorrichtung 31 wird erf indungsgemaii dadurch modifi- 
ziert, dass ihr eine zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung 30 

20 vorgeschaltet ist. 

Die Figur zeigt zunachst die prinzipiell aus DE 197 34 278 
CI bekannte erste Plasmaerzeugungsvorrichtung 31, die im Be- 
reich einer Entladevorrichtung 23 mit der zweiten Plasmaer- 

25 zeugungsvorrichtung 30 verbunden ist. Die erste Plasmaerzeu- 

gungsvorrichtung 31 weist weiter eine Atzkammer 10 auf, der 
mittels einer ersten Gaszufuhrung 32 in Form einer dielek- 
trischen Rohre 22 ein Reaktivgas bzw. ein Reaktivgasgemisch 
zufuhrbar ist. Weiter ist vorgesehen, dass die erste Plasma- 

30 erzeugungsvorrichtung 31 mit einer zweiten Plasmaquelle 11 

versehen ist. Die zweite Plasmaquelle 11 ist im erlauterten 
Beispiels eine ICP-Spule mit einem zugeh5rigen Hochf requenz- 
generatorbauteil, mit der innerhalb der Atzkammer 10 ein 
hochf requentes elektromagnetisches Wechselfeld generierbar 
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ist, das durch Einwirken auf von dem ersten Reaktivgas be- 
reitgestellte reaktive Teilchen ein erstes Gasplasma 21 im 
Inneren der Atzkammer 10 erzeugt bzw. das durch die Einkop- 
pelung des durch die ICP-Spule 11 erzeugten hochf requenten 
5 Magnetfeldes in der mit reaktiven Gas beschickten Atzkammer 

10 zur Ziindung des ersten Gasplasmas 21 fuhrt. 

Weiter ist in der Atzkammer 10 ein Substrat 13, beispiels- 
weise ein Siliciumwaf er , vorgesehen, der mit einer Substra- 
telektrode 12 elektrisch verbunden ist, die selbst iiber eine 
Leitung 15 mit einer nicht dargestellten Hochfreguenz- 
Spannungsquelle verbunden ist. Das Anlegen einer hochf re- 
quenten Wechselspannung an die Substratelektrode 12 bewirkt 
somit ein Beschleunigen von in dem ersten Gasplasma 21 ent- 
haltenen lonen in Richtung auf das Substrat 13, was in be- 
kannter Weise zu einer anisotropen Atzung von beispielsweise 
Silicium fiihrt. 

Innerhalb der Atzkammer 10 kann weiterhin eine Apertur oder 
eine Apertur mit einem zylindrischen Aufsatz vorgesehen 
sein, wie dies ausfuhrlich in DE 197 34 278 CI beschrieben 
ist. Dariiber hinaus kann die Effizienz der Plasmaer zeugung 
in der Atzkammer 10 durch die zweite Plasmaquelle 11 durch 
ein zusatzliches Magnetfeld noch gesteigert warden. Eine da- 
zu geeignete Vorrichtung ist in der Anmeldung DE 199 33 
841.8 beschrieben. 

Im Ubrigen ist die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung 31 wei- 
ter mit einem Absaugstutzen 14 und einem nicht dargestellten 
30 Regelventil verbunden, so dass damit ein definierter Druck 

innerhalb der Atzkammer 10 einstellbar ist. 

Der ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung 31 vorgeschaltet ist 
die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung 30, die in Form einer 
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Mikrowellenplasmaerzeugungsvorrichtung ausgebildet ist. Dazu 
weist die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung 30 einen Mikro- 
wellengenerator 20 auf, der insbesondere in Form eines Ma- 
gnetrons Oder einer Magnetronr5hre ausgebildet ist. Dieser 
5 stellt beispielsweise eine Mikrowellenleistung von 5 bis 15 

kWatt bei einer Frequenz von 2,45 GHz zur Verfugung. Die von 
dem Mikrowellengenerator 20 erzeugte Mikrowellenleistung 
wird dann weiter in einen Hohlraiamresonator 34 eingekoppelt, 
der zur Abstirnmung seiner ResonatorlSnge mit einer an sich 
10 bekannten Abstimmvorrichtung 17 versehen ist. Die Abstimin- 

vorrichtung 17 dient zur Abstimmung der Resonanzf requenz des 
Hohlraixrtiresonators 34 auf die von dem Mikrowellengenerator 
20 abgegebene Mikrowellenstrahlung . 

15 Weiter ist vorgesehen, dass der Hohlraumresonator 34 eine an 

sich bekannte Anpassvorrichtung 19 zur Anpassung der Mode 
der eingekoppelten Mikrowellenstrahlung an ein erzeugtes Mi- 
krowellenplasma aufweist. Dartiber wird in dem Hohlraumreso- 
nator 34 eine zirkulare Mode eingestellt, die hinsichtlich 

20 ihrer Modenform gut an das ublicherweise rotationssymmetri- 

sche Mikrowellenplasma angepasst werden kann. 

SchlieBlich sorgt ein Richtkoppler 35 dafur, dass infolge 
einer beispielsweise temporaren Fehlanpassung der Resonanz- 

25 frequenz des Hohlraumresonators 34 an die eingestrahlten Mi- 

krowellen in dem Hohlraumresonator 34 auftretende, in uner- 
wunschter Weise reflektierte Mikrowellenleistungen zumindest 
teilweise abfiihrbar sind. Der Hohlraumresonator 34 weist da- 
zu bevorzugt eine Mehrzahl derartiger, an sich bekannter 

30 Richtkoppler 35 auf, die ihrerseits auf eine sogenannte 

„Wasserlasf gerichtet sind, wo die iiber den oder die Richt- 
koppler 35 aus dem Hohlraumresonator 34 abgefuhrte Mikrowel- 
lenleistung in unschadlicher Weise in Warme verwandelt wer- 
den kann. Insofern kann anstelle einer Wasserlast alternativ 
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auch sonstiger Absorber fUr Mikrowellenstrahlung eingesetzt 
werden . 

Die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung 30 weist welter min- 
5 destens eine zweite Gaszufuhrung 16 auf, uber die der zwei- 

ten Plasmaerzeugungsvorrichtung 30 zuzufiihrende Reaktivgase 
bzw. Reaktivgasgemische, wie sie aus DE 42 41 045 CI bekannt 
sind, eingeleitet werden. Im erlSuterten Ausfiihrungsbeispiel 
ist vorgesehen, dass diese zweite Gaszufuhrung 16 zumindest 

10 in unmittelbarer Umgebung des Hohlraumresonators 34 in Form 

einer dielektrischen Rohre 22, beispielsweise einer Quarz- 
rohre Oder einer Keramikrohre, ausgefiihrt ist, die den Hohl- 
raumresonator 34 durchdringt. Insofern bildet sich in dem 
Hohlraiamresonator 34 innerhalb der Rohre 22 ein Plasmaerzeu- 
• 15 gungsbereich 33 aus, in dem bei Zufuhr eines Reaktivgases 

durch die zweite Gaszuf iihrung 16 ein Mikrowellenplasma ge- 
ziindet wird. Dieses Mikrowellenplasma weist eine besonders 
hohe Leistungsdichte von beispielsweise 30 bis 100 Watt/cm^ 
bei einem typischerweise kleinen Volumen von lediglich 

20 10 cm^ bis 200 cm^ auf . 

In dem erlauterten Ausfiihrungsbeispiel ist welter vorgese- 
hen, dass sich der Plasmaerzeugungsbereich 33 innerhalb der 
Rohre 22 in einer Umgebung der Verbindung der ersten Plasma- 

25 erzeugungsvorrichtung 31 mit der zweiten Plasmaerzeugungs- 

vorrichtung 32 befindet. Insbesondere ist vorgesehen, dass 
die dielektrische Rohre 22 als den Hohlraumresonator 34 be- 
reichsweise durchquerende, in die Atzkammer 10 fuhrende die- 
lektrische Rohre ausgebildet ist, so dass das in dem Plasma- 

3 0 erzeugungsbereich 33 erzeugte zweite Plasma 18 aus der er- 

sten Plasmaerzeugungsvorrichtung 31 uber die erste Gaszufuh- 
rung 32 ziomindest teilweise als erstes Reaktivgas der Atz- 
kammer 10 zufuhrbar ist. Dort wird dann mit dem derart zuge- 
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fuhrten Reaktivgas das erste Gasplasma 21 durch die erlau- 
terte induktiv gekoppelte Plasmaanregung gezUndet. 

Im Bereich des Ubergangs der dielektrischen R5hre 22 bzw» 
5 der ersten Gaszufiihrung 32 von der zweiten Plasmaerzeugungs- 

vorrichtung 30 in die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung 31 
ist weiter eine Entladevorrichtung 23 vorgesehen, die eine 
ziimindest teilweise Entladung von lonen und/oder Elektronen 
aus dem zweiten Plasma 18 bewirkt. Diese Entladevorrichtung 

10 23 ist beispielsweise in Form eines metallischen oder kera- 

mischen Netzes, einer Lochplatte oder eines Duschkopfes aus- 
gebildet,. was dazu ftihrti. dass aus dem zweiten Gasplasma 18 
herrtihrende lonen beim Durchtritt durch die Entladevorrich- 
tung 23 neutralisiert bzw. mit Elektronen rekombiniert wer- 

15 den. Gleichzeitig ist die Entladevorrichtung 23 beispiels- 

weise far neutrale Fluorradikale bzw. polymerbildende Mono- 
mere durchlassig. 

In einer bevorzugten Ausf tihrungsf orm ist weiter vorgesehen, 
20 dass die Entladevorrichtung 23 mit einer nicht dargestellten 

Heizvorrichtung versehen ist, so dass eine Deposition von 
Reaktivgasen oder Reaktivgasprodukten auf der Entladevor- 
richtung 23 unterdrlickt werden kann. Die Entladevorrichtung 
23 bewirkt weiter, sofern sie aus einem Metall ausgebildet 
25 ist, eine Abschirmung der Mikrowellenstrahlung aus dem Hohl- 

raumresonator 34 gegeniiber der Atzkammer 10, so dass diese 
nicht in die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung 31 ubertreten 
kann. 

30 Insgesamt ist die erlauterte Plasmaatzanlage 5 somit in Form 

einer sogenannten „Downstream^'-Anordnung mit einer vorge- 
schalteten Mikrowellenplasmaerzeugungsvorrichtung und einer 
nachgeschalteten induktiv gekoppelten Plasmaerzeugungsvor- 
richtung ausgefuhrt. Die zugefiihrten Reaktivgase strSmen da- 
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bei unmittelbar vor dem Eintreten in die induktiv gekoppelte 
Plasmaerzeugungsvorrichtung 31 durch den Hohlraiimresonator 
34 hindurch, wo ein zweites Gasplasma 18 geziindet bzw. un- 
terhalten wird. Durch eine Kombination einer an sich bekann- 
ten Mikrowellenplasmaquelle in Verbindung mit einem „Ionen- 
neutralisator^' in Form der Entladevorrichtung 23 zur Erzeu- 
gung eines im Wesentlichen ionenfreien radikalen Gemisches 
aus einem zugefuhrten Reaktivgas, und einer nachgeschalte- 
ten, induktiv gekoppelten Plasmaerzeugungsvorrichtung im 
Sinne einer hybriden Anordnung k5nnen somit extrem hohe Atz- 
raten beispielsweise beim Atzen von Silicium erreicht wer- 
den, ohne dass die sonst auftretenden schadlichen Nebenef- 
fekte wie Substraterwairmung, Selektivitatsverlust oder Pro- 
filst5rungen auftreten. 

Das Aufbrechen eines groften Tells der Reaktivgasspezies vor 
der eigentiichen Atzkammer 10 mittels Mikrowellenanregung 
stellt dabei eine besonders effiziente und kostengunstige 
Variante zur Gewinnung einer hohen Dichte von Atzspezies 
bzw. auch Passivierspezies dar. 

In diesem Zusarnmenhang sei waiter betont, dass kommerziell 
erhaltliche induktiv gekoppelte Plasmaerzeugungsvorrichtung 
gen 31 in einfacher Weise nachtraglich mit einer zusatzli- 
chen.zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung in Form einer Mi- 
krowellenplasmaerzeugungsvorrichtung aufgeriistet werden kon- 
nen. 
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Ansprtiche 

1. Plasmaatzanlage zum insbesondere anisotropen Atzen 
eines Siobstrates durch Einwirken eines Plasmas, mit einer 
ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung, die ein erstes Mittel 
zum Generieren eines ersten hochf requenten elektromagneti- 
schen Wechself eldes, eine Atzkammer zur Erzeugung eines er- 
sten Plasmas aus reaktiven Teilchen durch Einwirken des er- 
sten hochf requenten elektromagnetischen Wechself eldes auf 
ein erstes Reaktivgas und eine erste Gaszufiihrung aufweist, 
wobei das zu atzende Substrat in der Atzkammer angeordnet 
ist, dadurch gekennzeichnet , dass der ersten Plasmaerzeu- 
gungsvorrichtung (31) eine zweite Plasmaerzeugungsvorrich- 
tung (32) vorgeschaltet ist, die ein zweites Mittel (20) zum 
Generieren eines zweiten hochf requenten elektromagnetischen 
Wechself eldes, einen Plasmaerzeugungsbereich (33) zum Erzeu- 
gen eines zweiten Plasmas (18) aus reaktiven Teilchen durch 
Einwirken des zweiten hochf requenten elektromagnetischen 
Wechselfeldes auf ein zweites Reaktivgas und eine zweite 
Gaszufiihrung (16) aufweist, wobei das zweite Plasma (18) der 
ersten Plasmaerzeugungsvorrichtung (31) uber die erste Gas- 
zufUhrung (32) zumindest teilweise als erstes Reaktivgas zu- 
fuhrbar ist, 

2. Plasmaatzanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung (31) eine 
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10 



20 



25 



induktiv gekoppelte Plasmaerzeugungsvorrichtung ist, die als 
erstes Mittel mindestens eine ICP-Spule (11) aufweist. 

3. Plasmaatzanlage nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 

net/ dass die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung (31) eine 
iiber eine Zuleitung (15) lait einer Hochf requenz- 
Spannungsquelle verbundene Siabstratelektrode (12) aufweist, 
mit der ein in dem ersten Plasma (21) enthaltener lonenstrom 
auf das Substrat (13) beschleunigbar ist. 



4. Plasmaatzanlage nach Anspruch 1^ dadurch gekennzeich- 
net^ dass das zweite Mittel (20) ein Mikrowellengenerator 
(20) f insbesondere ein Magnetron Oder eine Magnetronrohre, 
ist, und dass die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung (32) 

15 eine Mikrowellenplasmaerzeugungsvorrichtung ist. 

5. Plasmaatzanlage nach Anspruch 1 oder 4^ dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die zweite Plasmaerzeugungsvorrichtung 
(32) einen Hohlraumresonator (34) aufweist. 



6. Plasmaatzanlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 

net, dass der Hohlraumresonator (34) eine Abstimmvorrichtung 
(17) zur Abstimmung der Resonanzf requenz des Hohlraumresona- 
tors (34) aufweist. 



7. Plasmaatzanlage nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge- 

kennzeichnet/ dass der Hohlraumresonator (34) eine Anpass- 
vorrichtung (19) zur Anpassung einer durch die Mikrowellen- 
plasmaerzeugungsvorrichtung erzeugten Mikrowellenmode an das 
30 zweite Plasma (18) aufweist. 



8. Plasmaatzanlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 

net, dass die Mikrowellenplasmaerzeugungsvorrichtung minde- 
stens einen Richtkoppler (35) aufweist und mit einem Absor- 



wo 01/88950 



- 16 - 



PCT/DEOl/01777 



ber fiir Mikrowellenstrahlung^ insbesondere einer Wasserlast^ 
in Verbindung steht. 

9. Plasmaatzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 
den AnsprUche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Plas- 
maerzeugungsvorrichtung (31) und die zweite Plasmaerzeu- 
gungsvorrichtung (32) uber eine dielektrische R5hre (22) , 
insbesondere ein Quarzrohr Oder ein Keramikrohr, gasdurch- 
gangig miteinander verbunden sind, wobei die dielektrische 
Rohre (22) mit der ersten Gaszuftihrung (32) und der zweiten 
Gaszufuhrung (16) gasdurchg^ngig in Verbindung steht. 

10. Plasmaatzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Plasma- 
erzeugungsbereich (33) innerhalb des Hohlraiamresonators (34) 
in einer Umgebung der Verbindung der ersten Plasmaerzeu- 
gungsvorrichtung (31) mit der zweiten Plasmaerzeugungsvor- 
richtung (32) im Inneren der den Hohlraumresonator bereichs- 
weise durchquerenden dielektrischen Rohre (22) befindet. 

11. Plasmaatzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 
den Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet , dass die dielektri- 
sche Rohre (22) die zweite Gaszufuhrung (16) bildet. 

12. Plasmaatzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet , dass zwischen der er- 
sten Plasmaerzeugungsvorrichtung (31) und der zweiten Plas- 
maerzeugungsvorrichtung (32) eine Entladevorrichtung (23) 
vorgesehen ist, die eine zumindest teilweise Entladung von 
lonen und/oder Elektroden aus dem zweiten Plasma (18) be- 
wirkt . 
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13. Plasmaatzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet dass die Entladevor- 
richtung (23) beheizbar ist, 

5 14. Plasma^tzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 

den Anspriiche^ dadurch gekennzeichnet, dass die Entladevor- 
richtung (23) innerhalb der dielektrischen Rohre (22) 
und/oder im Bereich des Eintrittes der ersten Gaszufiihrung 
(32) in die erste Plasmaerzeugungsvorrichtung (31) angeord- 
10 net ist. 



15- Plasmaatzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 
den Ansprliche, dadurch gekennzeichnet , dass die Entladevor- 
richtung (23) ein metallisches oder keramisches Netz, eine 
15 Lochplatte oder ein Duschkopf ist. 

16. Plasmaatzanlage nach mindestens einem der vorangehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Entladevor- 
richtung (23) zwischen der ersten Plasmaer zeugungsvorrich- 
20 tung (31) und der zweiten Plasmaerzeugungsvorrichtung (32) 

derart angeordnet ist, dass das der ersten Plasmaerzeugungs- 
vorrichtung (31) uber die erste Gaszufiihrung (32) zufiihrbare 
erste Reaktivgas zumindest nahezu vollstandig durch die Ent- 
ladevorrichtung (23) durchtritt. 
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b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz Ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

I I in der internationaJen Anmeldung in Schrifllcher Form enthalten Ist. 

I I zusammen mit der Internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

I I bei der Behorde nachtragllch in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

I I bei der Behorde nachtraglich In computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

I I Die Erklarung, daB das nachtraglich eingerelchte schriftliche Sequenzprotokoll nicht tiber den Offenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeltpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

I I Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfaBten Informatlonen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

2. Bestimmte Anspruche haben sich als niclit recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangeinde Einheitlichkeit der Ertindung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfindung 

Pn wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmlgt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



Hinsichtlich der Zusammenfassung 

[Y] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

— wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behorde festgesetzt. Der 

I I Anmelder kann der BehGrde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses Internationalen 

Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

J 



6. Folgende Abblldung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu verdtfentlichen: Abb. Nr. 

[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen |^ 
I I well der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 
I I well diese Abblldung die Erfindung besser kennzelchnet. 



keine der Abb. 



Formblatt PCT/ISA/21 0 (Blatt 1 ) (Jull 1998) ^ U <l S^/ O O 1 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELI 

IPK 7 H01J37/32 



GEGENSTANDES 



Snatlonales Aktenzeichen 
T/DE 01/01777 



Nach der Intemationalen Patentklassifikation (IPK) Oder nach der nationalen Klassiflkatlon und der IPK 



B. RECHERCHIERTE GEBiETE 



Recherchierter Mindestprufstoff (Ktassifikationssystem und Klasslfikationssymbole ) 

IPK 7 HOIJ 



Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende Veroffentiichungen, soweit diese unter die recherchlerten Gebiete fallen 



Wahrend der Intemationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. venwendete Suchbegriffe) 

WPI Data, PAJ, EPO-Internal 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie" Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlicfi unter Angabe der in Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspnjch Nr. 



us 5 908 319 A (XU HAN ET AL) 
1. Juni 1999 (1999-06-01) ^ 
Spalte 1, Zeile 65 -Spalte 2, Zeile 45; <28< 
Abbildung 1 JZju^^^.^ .d>uy.^^.'^l^ui^^ 

US 4 691 662 A (ROPPEL THADDEUS A ET AL) ^ 
8. September 1987 (1987-09-08) 
das ganze Dokument 



1,3-5, 



1,3-7,12 



WO 97 44141 A (OPTICAL COATING LABORATORY 
INC) 27. November 1997 (1997-11-27) 
Seite 5, Zeile 4 -Seite 6, Zeile 18 

-/-- 



Wait ere Veroffentiichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamilie 



« Besondere Kategorien von angeget>enen Veroffentiichungen 
■A' Veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 

•E' alteres Dokument. das jedoch erst am oder nach dem intemationalen 
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist 

'L' Veroffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritatsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das VerSffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenberkiht genannten VerSffentlichung belegt werden 
soil Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhrt) 

"O" Veroffentlichung, die sich auf erne mundllche Offenbarung, 

eine Benutzung. eine Ausstellung oder andere MafBnahmen bezieht 

■P' Veroffentlichung. die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Prioritatsdatum veroffentlicht worden Ist 



'T' SpStere Veroffentlichung, die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum veroffentlicht worden ist und mit der 
Anmeldung nicht kollidiert. sondern nur zum Verstandnis des der 
Erfindung zugrundeliegenden Prinzrps Oder der ihr zugrundeiiegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dieser Veroffentlichung nicht als neu oder auf 
erfinderlscher Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

'Y' Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf erfinderlscher Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Veroffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Veroffentiichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 

'&' Veroffentlichung, die Mitgiied derselben Patentfamilie Ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



2. Oktober 2001 



Name und Postanschrlft der Intemationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rijswijk . 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
- Fax: (+31 -70) 340-301 6 



Absendedatum des intemationalen Recherchenberichts 



09/10/2001 



Bevollmachtigter Bediensteter 



Schaub, G 



Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992) 



Seite 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH 



SEHENE UNTERLAGEN 



Interi 



jnternatlonales Aktenzeichen 

|T/DE 01/01777 



Kategorie** Bezeichnung der VeroffentJichung, sowelt erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle 



Betr. Anspruch Nr. 



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 014, no. 037 (C-680), 

24. Januar 1990 (1990-01-24) 

& JP 01 272769 A (TEXAS INSTR JAPAN LTD), 

31. Oktober 1989 (1989-10-31) 

Zusammenfassung faX^a:;^^^*-^^ 



US 5 292 370 A (HASELTON HALSEY H 
8. Marz 1994 (1994-03-08) 
Zusammenfassung; Abbildungen 



ET AL) 



Fomiblatt PCTrtSA/210 (Fortsetjung von Blatt 2) (Juli 19S2) 



Seite 2 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Veroffentlichung^^ie zur selben Patentfamilie gehoren 



Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



m 



Internationales Aktenzeichen 



Datum der 
Verdffentlichung 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Inten 

i 



T/DE 01/01777 



Datum der 
Veroffentllchung 



us 


5908319 


A 


01- 


-06- 


-1999 


JP 


2001501364 


7 
















WO 


9740423 


A2 


30-10-1997 


us 


4691662 


A 


08- 


-09- 


-1987 


us 


4507588 


A 


26-03-1985 














CA 


1311214 


Al 


08-12-1992 














DE 


3776106 


Al 


27-02-1992 














DE 


3776106 


Dl 


27-02-1992 














DE 


270667 


Tl 


03-11-1988 














EP 


0270667 


Al 


15-06-1988 














WO 


8707760 


Al 


17-12-1987 














us 


4585668 


A 


29—04-1986 


wo 


9744141 


A 


27- 


-11- 


■1997 


us 


5789040 


A 


04-08-1998 














WO 


9744141 


Al 


27-11-1997 


JP 


01272769 


A 


31- 


-10- 


■1989 


KEINE 








us 


5292370 


A 


08- 


-03- 


1994 


KEINE 









Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992) 



ANTRAG 



Der Unterzeichnete beantragt, daB die vorliegende 
Internationale Anmeldung nach dem Vertrag ilber die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des 
Patentwesens behandelt wird 



meldeamt auszufuUen 



Internationales Aktenzeichen 



Internationales Anmeldedatum 



Name des Anmeldeamts und "PCX International Application" 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewiinscht) 
(max. J2 Zeichen) R. 383 95 Kut/Hx 



Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG 
Plasmaatzanlage 



Feld Nr. II ANMELDER 



Nan:ie und Anschrift (Familienname, Vorname: beijuristischen Personen vollstdndige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats 
anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes 
Oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

ROBERT BOSCH GMBH 
Postfach 30 02 20 
70442 Stuttgart 

Bundesrepublik Deutschland (DE) 



□ 



Diese Person ist 
gleichzeitig Erfinder 



Telefonnr.: 

0711/811-23062 



Telefax.nr.: 

0711/811-331 81 



Fernschreibnr: 



StaatsangehGrigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Sta 


at): DE 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 
ftir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten 


X 


alle Bestimmungsstaaten mit 1 1 nur die Vereinigten 1 die im Zusatzfeld 
Ausnahme der Vereinigten Staaten " ' Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Feld Nr. HI WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER 



Nanae und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist) 

LiAERMER, Franz 
Hermann- Schiit z - S traSe 2 2 
71263 Weil der Stadt 
DE 



Diese Person ist 
I I nur Anmelder 

[X] Anmelder und Erfmder 

I [ nur Erfinder (fVird dieses Kdstchen 
angeh'euzt, so sind die nach- 
stehenden Angoben nicht notig.) 



Staatsangehorigkeit (Staat): DE 



Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 



DE 



Diese Person ist Anmelder I j alle Bestim- 
fiir folgend e Staaten: ^ ' mungsstaaten 



□ alle Bestimmungsstaaten mit \7 
Ausnahme der Vereinigten Staaten '^--^ 



nur die Vereinigten 
Staaten von Amerika 



j die im Zusatzfeld 
' ^ angegebenen Staaten 



\7! 



Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT 



Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um fur den (die) Anmelder 
vor den zustSndigen international en Behorden in folgender Eigenschaft zu handeln als: 



Anwalt 



n ^ 

I — I \ 



gememsamer 
Vertreter 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 

amtliche Bezeichnung Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name 
des Staats anzugeben) 



Telefonnr.: 



Telefaxnr.: 



Fernschreibnr: 



Dieses Kastchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld 
eine spezielle Zustell anschrift angegeben ist. 



FormblattPCT/RO/lOl (Blatt 1) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular 



Fortsetzung von Feld Nr. Ill WE. 



leader fo 



BlattNr... 2.,.. 



ANMELDER UND/ODER (WEITERE) E 



^■der 



Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei Jiihstischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichming. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 

SCHILP, Andrea 

Seelenbachweg 15 

73525 Schwaebisch Gmuend 

DE 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

l/K] Anmelder und Erfmder 

1 1 nur Erfmder (H'ird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): DE 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): DE 


Diese Person ist Anmelder j j alle Bestim- j j alle Bestimmungsstaaten mit f\7| nur die Vereinigten j die im Zusatzfeld 
ftir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten ^^—^ Staaten von Amerika * ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugehen. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
1 1 nur Aiunelder 

1 1 Anmelder und Erfmder 

1 1 nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsajigeiiorigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 1 alle Bestim- 1 | alle Bestimmungsstaaten mit j | nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
fur folgende Staaten: ' ' mungsstaaten ' » Ausnahme der Vereinigten Staaten » ' Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname. Vorname: beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
1 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfmder 

1 1 nur Erfinder (M^ird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatssmgehorigkeit (Staat): 


Sitz Oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder 1 alle Bestim- alle Bestimmungsstaaten mit | | nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
fiir folgende Staaten: ' ' mungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten • ' Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


Name und Anschrift (Familienname, Vorname; beijuristischen Personen vollstandige 
amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats an- 
zugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder 
Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes 
angegeben ist.) 


Diese Person ist 
I 1 nur Anmelder 

1 1 Anmelder und Erfinder 

1 1 nur Erfmder (Wird dieses Kdstchen 
angekreuzt, so sind die nach- 
stehenden Angaben nicht notig.) 


Staatsangehorigkeit (Staat): 


Sitz oder Wohnsitz (Staat): 


Diese Person ist Anmelder | alle Bestim- 1 1 alle Bestimmungsstaaten mit 1 | nur die Vereinigten 1 1 die im Zusatzfeld 
ftir folgende Staaten: ' ' ungsstaaten ' ' Ausnahme der Vereinigten Staaten ' ^ Staaten von Amerika ' ' angegebenen Staaten 


1 Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfmder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. 



Formblatt PCT/RO/101 (Fortsetzungsblatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformidar 



# 



BlattNr.... 



Feld Nr. V BEST^IMMUNG VON 



ATEN 



.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen: 



Die foJgenden Bestimmungen nach ] 
Regionales Patent 

I I AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, 

SZ Swasiland. UG Uganda . ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCX ist 
EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik 
Moldau, RU Russische Federation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat 
des Eurasischen Patentubereinkommens und des PCX ist 

^ EP EuropSisches Patent: AT Osterreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypem, 
DE Deutschland, DK Danemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes KOnigreich, 
GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, 
SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europaischen Patentubereinkommens und des PCX ist. 

! I OA OAPI-Patent: BF Burkina Paso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Cote d'lvorie, 

CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, 
TDTschad, TG Xogo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCX ist 



□ 

I. — J 


AE 


□ 

1 1 


AL 


n 


AM 


n 

1 1 


AT 


□ 


AU 


1 — 1 


AZ 


1 1 


BA 


n 


BB 


n 


BG 


n 

1 — 1 


BR 


1 — 1 


BY 


n 

1 — r 


CA 


□ 


CH 


□ 

1 1 


CN 


□ 

i — 1 


CU 


□ 


CZ 


□ 

1 I 


DE 


□ 


DK 


□ 


EE 


□ 


ES 


1 — 1 

□ 


FI 


□ 


GB 


□ 


GD 


□ 


GE 


□ 


GH 


□ 


GM 


□ 


HR 


□ 


HU 


□ 


ID 


□ 


IL 


□ 


IN 


□ 


IS 


El 


JP 


□ 


KE 


□ 


KG 


□ 


KP 


□ 


KR 


□ 


KZ 


□ 


LC 


□ 


LK 



Vereinigte Arabische Emirate Q 

Albanien ' I I 

Armenien I I 

Osterreich ; : | | 

Austral ien 

Aserbaidschan I I 

Bosnien-Herzegowina Q 

Barbados | 1 

Bulgarien 

Brasilien | | 

Belarus I I 

Kanada Q 

und LI Schweiz und Liechtenstein I I 

China | | 

Kuba □ 

Xschechische Republik I I 

Deutschland I I 

Danemark :.. Q 

Estland Q 

Spanien Q[] 

Finnland 

Vereinigtes KGnigreich I I 

Grenada | | 

Georgien O 

Ghana ( | 

Gambia | | 
Kroatien 

Ungani 

Indonesien | | 

Israel Q 

Indien ^ 
island 

Japan | | 

Kenia [ | 

Kirgisistan I I 

Demokratische Volksrepublik Korea Q 

□ 

Rebublik Korea Kastchen fiir die Bestimmung von Staaten, die dem PCX nach der 

Kasachstan Veroffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind: 

Saint Lucia | | 

Sri Lanka Q 



LR Liberia 

LS Lesotho 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MD Republik Moldau 

MG Madagaskar 

MK Die ehemalige jugoslawische Republik 

Mazedonien 

MN Mongolei 

MW Malawi 

MX Mexiko 

Norwegen 

Neuseeland 

Polen 

Portugal 

Rumanien 

Russische Federation 

Sudan 
Schweden 
Singapur 

Slowenien 

Slowakei 

Sierra Leone 

Tadschikistan , 

Xurkmenistan 

Ttlrkei 

Trinidad und Xobago 

Ukraine 

Uganda 

Vereinigte Staaten von Amerika 



NO 

NZ 

PL 

PT 

RO 

RU 

SD 

SE 

SG 

SI 

SK 

SL 

TJ 

TM 

TR 

TT 

UA 

UG 

US 



UZ 
VN 
YU 
ZA 
ZW 



Usbekistan.... 

Vietnam 

Jugosiawien.. 

Stldafrika. 

Simbabwe 



Erklarung bzgL vorsorglicher Bestimmungen: zusatzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle 
anderen nach dem PCT zulassigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklarung ausgenommen 
sind. Der Anmelder erkl&rt, daB diese zusatzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestatigung stchen und Jede zusatzliche Be-stimmung, die vor 
Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritatsdatum nicht bestatigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vcm Anmelder zurUckgenommen gilt. (Die Bestdtigung 
einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahhmg der Bestimmungs- und der 
Bestdtigungsgebiihr. Die Bestatigung mufi beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.) 



FormblattPCT/RO/lOl (Blatt2) (JuH 1999) 



Siehe Anmerkungen zu dieseni Antragsformular 



BIattNr..4. 



Feld Nr. VI 



^ PRIORITATSA 



Anmeldedatum 
der fruheren Anmeldung 
(T ag/hdonat/Jahr) 



□ 



Weitere Pri 



tzeichen der 
n Anmeldung 



nationale Anmeldung: 
Staat 



|Te_Pri5|^^gaj 
IsTdi^^B^ 

reeionSBHii 



Ig^ sanspriiche sind im Zusatzfeld angegeben 
e .Anmeldung eine: 



regionaJWWimeldung: 

regionales Amt 



Internationale Anmeldung: 
Anmeldeamt 



Zeiie(l) 

18. Mai 2000 
18.5.00 



100 24 699.0 



Bundesrepublik 
Deutschland 



Zeile (2) 



Zeile (3) 



Das Anmeldeamt wird ersucht, eine beglaubigte Abschrift der oben in Zeile(n) fO 

bezeichneten fruheren Anmeldung(en) zu erstellen und dem Intemationalen BUro zu ubermitteln. 



Feld Nr. VII 



INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



Wahl der Intemationalen Recherchenbeh5rde (ISA) 

(falls zM^ei oder mehr als z\vei Internationale Recherchenbehdrden 
fur die Ausfiihrung der intemationalen Recherche zustdindig sind, 
geben Sie die von Jhnen gewdhlte Be horde an: (der: 
Zweibuchstaben-Code karm benutzt werden) 
ISA/ 



Antrag auf Nutzung der Ergebnisse einer fruheren Recherche: Bezugnahme auf 
diese friihere Recherche {falls eine fruhere Recherche bei der intemationalen 
Recherchenberdrde beantragt oder von ihr durchgefiihrt worden ist): 
Datum (Tag/Monat/Jahr): Aktenzeichen Staat (oder regionales Amt) 



Feld Nr. VIII 



KONTROLLISTE; EINREICHUNGSSPRACHE 



Diese Internationale Anmeldung enthalt 
die folgende Anzahl von BlSttern: 



Antrag 

Beschreibung (ohne 
SequenzprotokoUteil) : 



Blatter 



Ansprtiche 
Zusamraenfassung : 

Zeichnungen 

SequenzprotokoUteil 
der Beschreibung 

Biattzahl insgesamt 



13 Blatter 
: 4 Blatter 
1 Blatter 

1 Blatter 

: Blatter 
23 Blatter 



Dieser intemationalen Anmeldung liegen die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: 
1 . Blatt fiir die Gebiihrenberechnung 

Gesonderte unterzeichnete Vollmacht 

Kopien der allgemeinen Vollmacht; Aktenzeichen (falls vorhanden) 

Begriindung fiir das Fehlen einer Unterschrift 

Prioritatsbeleg(e), in Feld VI durch 

folgende Zeilennummer gekennzeichnet: 

Ubersetzung der intemationalen Anmeldung in die folgende Sprache: 



2. □ 

3. □ 

4. □ 

5. □ 

6. □ 

7. □ 

8. □ 

9. M 



Gesonderte Angaben zu hinterlegten Mikroorganismen oder biologischem 
Material 

Sequenzprotokolle fiir Nucleotide und/oder Anminosauren (Diskette) 

Sonstige (einzeln auffiXhren): 



Abbildung der Zeichnungen, die 
mit der Zusammenfassung 
verOffcntlicht werden soil (Nr.): 1 


Sprache, in der die 
international e Anmeldung 
eingereicht wird: Deutsch 


Feld Nr. IX UNTERSCHRIFT 0ES ANMELDERS ODER 0ES ANWALTS 



Der Name Jeder untej-zeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist arizugeben, sofern sich dies nicht eindeutig aus 
dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. 



ROBERT BOSCH GMBH 
Nr. 19/2^ AV 



Brix 




liaermer, Fra: 



Vom Anmeldeamt auszufiillen 

1. Datum des tatsachlichen Eingangs dieser 
intemationalen Anmeldung 


2. Zeichnungen 

1 1 einge-gangen: 

j 1 nicht ein- 
' 1 gegangen: 


3. Geandertes Eingangsdatum aufgrund nachtraglich, jedoch 

fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen 
zur VervoUstaiidigung dieser intemationalen Amneldung: 


4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten 
Richtigsteilung nach Artikel 11 (2) PCT: 


5. Vom Anmelder benannte 

Internationale RecherchenbehOrde: ISA/ 


6. Ubermittlung des Recherchen exemplars bis zur Zahlung 
j ~| der Recherchengebtlhr aufgeschoben 



Vom Intemationalen Biiro auszufiillen 



Datum des Eingangs des Aktenexemplars 
beim Intemationalen Biiro: 



FormblattPCT/RO/101 (letztes Blatt) 



Siehe Anmerkungen zu diesem Aniragsformular 



